Erster Mesatransistor OC88x (HFO) vs. GT313 (UdSSR)

Waéhrend Anfang der 1960er Jahre im VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder (HFO) die
einfache Diffusions-Technologie bel Legierungstransistoren bereits Grenzfrequenzen bis
10MHz ermdglichte, war das aber bei weitem noch nicht ausreichend, die weitergehenden
Bedurfnisse insbesondere des Industriezweiges ,, Rundfunk und Fernsehen” (RuF) zu
befriedigen, um die bis dahin noch allseits verwendeten Réhrentechnik zu ersetzen.

Der néchste Technologieschritt war die so genannte ,, Mesa-Technologie®.

Im Gegensatz zu den normalen L egierungstransistoren mit dem Grundaufbau eines Ge-
Pléttchen (Basis) mit beidseitig einlegierten Emitter- und Kollektoranschllissen ist bei einem
Mesa-Transistor der Basis- und Emitteranschluss auf der selben Seite. Das hat auf3erdem den
Vortell, dass nach dem Diffusions-Prozess durch gleichzeitiges Auflegieren von Basis- und
Emitteranschliissen bereits auf der Ge-Scheibe hunderte von Transistoren gleichzeitig
hergestellt werden konnten.

Der Basis-Anschluss wurde durch einen ohmschen, d.h. sperrschichtfreien Goldkontakt
hergestellt, wahrend sich unter dem aus Aluminium hergestellten Emitterkontakt eine p-
|eitende Emitterzone aushildete. Diese Technologie war fur das HFO absolutes Neuland und
so lag es nahe, dass dazu die ,, Freunde® um Hilfe gebeten wurden — so, wie es bereitsin [2]
angedeutet wurde.

Technologietransfer aus der grof3en Sowjetunion (SU) war zu jener Zeit in diesen speziellen
Falen der ,,Hochtechnologie“ noch vollig uniblich. Seitens der SU tat man sich sehr schwer
mit solchem Vorhaben, so dass strengste Geheimhaltung dartiber vereinbart werden musste.
In der SU gab es Anfang der 1960er Jahre bereits Ge-Mesatransistoren, so z.B. den Typ
GT313. Daher ware die Annahme durchaus im Rahmen den Méglichen, dass die Technologie
fUr diesen Transistor Pate fir die Reithe OC881 — OC883 gestanden hat.

Leider I&sst sich das momentan mangels Original-Unterlagen — z.B. HFO-Entwicklungs-
berichte ,,Mesatransistor OC881 bis OC883" zum Stand K2 bis K5.0 — nicht beweisen. Es
existieren z.Zt. nur Quellen mundlicher Aussagen von HFO-Mitarbeitern aus den 1970er
Jahren.

Da mit den Entwicklungsergebnissen zum OC88x immer noch nicht die Forderungen von
RuF erflllbar waren, wurde dann ca. 1966 eine diesbezligliche Technologie aus dem NSW
beschafft, womit Ge-Mesatransistoren bis ca. 1000MHz (GF145 bis 147) herstellbar waren —
allerdings dann ausgelagert in Neuhaus (RWN).



Um die 0.g. Vermutung etwas zu untermauern, wurde jeweils ein Exemplar OC882 und
GT313 vorsichtig aufgeschnitten, um den internen Aufbau zu erkunden. Hier die Ergebnisse:

0C882 GT313

Der GT313-Chip war mit einer (Silicon-?)Kunststoff-Perle abgedeckt, so dass diese erst
vorsichtig entfernt werden musste. Mechanische Entfernung kam nicht in Frage, well damit
die Bonddrahte komplett mit abgerissen waren. Nach einigen vergeblichen Versuchen mit
handel stiblichen L dsungsmitteln (Nitro-Verdinnung o0.4.) wurde ,, Essig-Essenz* erprobt.
Nach mehr als 24 Stunden war die Kunststoffperle soweit schwammartig aufgel 6st, dass sich
diese durch vorsichtiges ,, Abblasen“ vom Chip |0ste — leider damit auch die Bonddrahte von
den nicht sichtbaren Bondstellen.

Im Gegensatz dazu ist der OC882-Chip vdllig ungeschutzt im Gehauseboden auf einem
Trégerstreifen aufgel 6tet. Der ovale Mesa-Bereich auf dem ca. Imm?-grof3en Chip ist gut zu
erkennen, jedoch trotz der 200-fachen Vergrof3erung nicht die auflegierten Basis- und
Emitterbereiche. Man kann nur vermuten, dass diese sich dort befinden, wo die Bonddrahte
auf das Chip aufsetzen — wie oben beschrieben.

Wiein [1] angegeben, wurden die Bonddrahte durch Reib-Druckverfahren mit den
Bondstellen kontaktiert. Dieses nicht sehr zuverlassige Verfahren wurde spéter — insbesondere
bei der Schaltkreisproduktion - durch das effektivere Ultraschall-Bonden ersetzt.

Wie ersichtlich dhnelt sich der Aufbau doch sehr!
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Buches�: http://www.ps

